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解析が可能になった。デバイス解析の例では、従来法より 2 桁、モンテカルロ法と比べても 1 桁、計算時間の短縮が
できた。





以上により最新 LSI の微細 MOSFET の開発に必要な TCAD 技術を揃え、実用化することができた。このシステム
を用いることにより、試作実験ロットを削減できるなど、開発 TAT の短縮と開発コストの削減が可能になった。
論文審査の結果の要旨








(1) 本研究では MOSFET の反転層で過剰なキャリアによる不純物クーロン力のスクリーニングを取り入れたモデル
を提案し、微細 MOSFET の高濃度な基板濃度でも十分な精度を得た。
(2) 衝突イオン化の非局所ラッキーエレクトロンモデルに、弾道的キャリアの振る舞いと、その過程での弾性散乱に
よる拡散の効果を取り入れ、モンテカルロ法の詳細な解析と同等な発生量、発生分布を通常のデ、パイスシミュレ
ータで得られるようにした。
(3) デバイスシミュレーションの手法のひとつであるセルオートマトン法の計算に、補間フラックス法を導入した。
その結果、非定常輸送現象の厳密な解析で、計算時間においてモンテカルロ法の10倍、従来のセルオートマトン法
の100倍の高速化を可能にした。
(4) (1)-(2)の成果を汎用シミュレータに、 (3)の成果を個別高精度シミュレータに組み込み、それを一体化したシミュレ
ーションシステムを開発した。それを用いてそれぞれの研究成果が実際の LSI 開発で多大な効果を得ることを証
明した。
以上のように、本論文は、微細 MOSFET のデバイスモデ、ルに多くの知見をもたらし、今後の半導体素子の微細化に
おいて重要となるデバイスシミュレーション技術に対して有益なモデルを提供するもので、半導体工学・電子工学の
発展に貢献するところが大きい。よって、本論文は博士論文として価値あるものと認める。
